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【背景】我々は新たなスピントロニクス応用材料として逆ペロブスカイト型強磁性窒化物に注目

しており、これまでに分子線エピタキシー(MBE)法により、SrTiO3(STO)(001)基板上へ Fe4N や

CoxFe4-xN 混晶薄膜などのエピタキシャル成長に成功している 1, 2)。Fe4N と Ni4N の混晶である

Ni3FeN は、第一原理計算によりフェルミ準位における状態密度のスピン分極率が0.86 と予想さ

れ、高スピン分極率材料として期待できる。しかし、NixFe4-xN 薄膜のエピタキシャル成長の報告

例はほとんどない。本研究では、MBE法により STO(001)基板上に NixFe4-xN薄膜のエピタキシャ

ル成長を試みた。 

【実験】MBE 法により固体 Ni、Fe と高周波プラズマ(RF)N2 を同時供給し、STO(001)基板上に

NixFe4-xN(x=0, 1, 3, 4)(20 nm)薄膜を作製した。トータルの Ni、Fe供給量、N2流量(1 sccm)、RFプ

ラズマ出力(105 W)を固定し、成長温度のみを 150~550 °Cで変えて最適な成長条件を求めた。Ni/Fe

組成比は、Ni、Fe それぞれの K-Cell 温度により制御した。結晶性の評価に反射高速電子線回折

(RHEED)、-2 X線回折(XRD)、-2 XRDを用いた。 

【結果・考察】Fig. 1に NixFe4-xN(x=0, 1, 3, 4)薄膜の-2 XRDパターンと RHEED像を示す。成長

温度は 450 °C(x=0)、550 °C(x=1)、350 °C(x=3)、250 °C(x=4)で高配向な膜が得られた。いずれの組

成でも、NixFe4-xN(002), (004)のピークが現れ、RHEED像もストリークパターンを示したことから、

NixFe4-xNがエピタキシャル成長したといえる。しかし、Ni4N(x=4)では熱分解により一部の Nが抜

けたことで Ni8N(004)のピークが現れた。より低温の成長では格子が歪み、結晶性が悪化したこと

から高品質な単相 Ni4N 薄膜を作製することは難しいといえる。Fig. 2 に XRD パターンから算出

した、格子定数の組成 x依存性を示す。合わせて、第一原理計算により得られた値も示した。xが

大きくなるにつれて格子定数が小さくなり、理論計算結果とおおよそ一致している。今後は、磁

気特性評価を行なう予定である。 
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Fig. 1 -2 XRD and RHEED patterns of samples. 
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Fig. 2 Lattice constants of NixFe4-xN films. 
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